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1. はじめに 

 高品質の酸化物材料の結晶成長法として、パル

スレーザー堆積(PLD)法が用いられている。ペロ

ブスカイト構造を有する SrTiO3は、陽イオン比

の僅かな違いにより、格子が拡大することが知ら

れている。PLD 法で作製した SrTiO3は、入射レ

ーザー密度やターゲット表面のスポット径、酸素

分圧等によって、陽イオンの化学量論比からわず

かにずれることが報告されている[1]。 

 また、PLD 法の多くが、レーザー強度の安定

性から KrF エキシマレーザーなどの気体レーザ

ーが用いられてきた。Nd:YAG レーザーなどの固

体レーザーは、毒性ガスを使用しないため設置条

件を選ばず、さらにコストも有利であるため、気

体レーザーと同等の膜ができれば大きな利点と

なる。 

著者らは、Nd:YAG レーザーの第 4次高調波を

用いた PLD 法で、SrTiO3薄膜のエピタキシャル

成長された薄膜が c 軸方向に格子が拡大するこ

と、および 800℃までのポストアニールにおいて、

一部の試料のみ(レーザーパワー25mJ)で格子の

さらなる拡大が観測されることを報告した[2]。 

本講演では、PLD 法で作製されたホモエピタ

キシャル SrTiO3薄膜のポストアニールによる格

子の拡大について議論する。 

 

2. 実験 

本研究では、光源としてパルス幅 5ns、繰り返

し 10Hzの Nd:YAG レーザーの第 4次高調波(波

長 266nm)を用いた。ターゲット材料として

SrTiO3焼結体を用い、基板は SrTiO3 (001)単結

晶を用いた。成膜中の酸素の圧力を 1×10-3Paと

し、入射レーザー強度を 9mJ から 25mJ、成膜

温度を600℃または775℃にて結晶成長を行った。

アニールは大気中にて 24時間行った。また、陽

イオンの元素比率を調べるため、オージェ電子分

光による測定を行った。 

 

3. 実験結果と議論 

 Fig.1 は、X 線回折結果から得られた格子定数

拡大量のアニール温度依存性である。25mJ600℃

で成長した試料では、800℃アニールで 1.3%のさ

らなる格子の拡大が確認された。9mJ700℃で成

長した試料はアニールによって有意な格子の拡

大は起こらなかった。また、オージェ電子分光の

結果から、Ti リッチであることが示唆されてお

り、Sr 空孔が存在していると考えられる。800℃

アニールにより抵抗率が上昇することから、アニ

ールによる格子の拡大は、Sr 空孔とともに存在

する酸素空孔の減少による結果と考えている。 

 

Fig.1 c 軸格子定数拡大量のアニール温度依存性。

試料番号横の括弧中は入射レーザー強度と成長

基板温度を表している。 
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